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خاصیت عدسی( و  لیدل بهخورشیدی می شود که یکی متمرکز کردن نور برخوردی در مرکز نیم کره می باشد )
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 بررسی منابع و پیشینه پژوهش
 

 مقدمه

خورشیدی( دستگاه الکتریکی است که انرژی نورانی را مستقیما توسط اثر  )یک سلول یک سلول فتوولتائیکی

فتوولتائیک به الکتریسیته تبدیل می کند. در حقیقت، سلول خورشیدی شکلی از سلول فتوالکتریکی می باشد 

که هنگامی که در معرض نور قرار می گیرد، می تواند جریان الکتریکی را بدون نیاز داشتن به منبع ولتاژ 

ت با دریافت انرژی نورانی تغییر می بیرونی تولید کند و خواص الکتریکی آن از جمله جریان، ولتاژ یا مقاوم

سائل مپذیر بودن منابع فسیلی و مشکلات و با توجه به محدودیت ذخایر و فنا امروزه در کلیه کشورها کند.

زیست محیطی ناشی از استخراج و احتراق این منابع، ایجاد وابستگی به سایر کشورها و تهدید امنیت انرژی، 

فناپذیر و مقرون به صرفه می باشند از جمله انرژی  ،تجدیدپذیر، پاک، سهل الوصولن که انرژی های جایگزی

. در سال های اخیر سهم منابع تجدیدپذیر در سبد انرژی ]1[اند خورشیدی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته 

و  ینیت انرژتوسعه پایدار، ایجاد امجهانی با توجه به بحران های کنونی انرژی، تنوع بخشی در بخش انرژی، 

غیره افزایش یافته و سبب گردیده است تا کشورها در این بخش سرمایه گذاری کرده و ضمن جایگزین کردن 

منابع کنونی انرژی خود فرصت های شغلی زیادی را نیز فراهم آوردند. مطالعات گوناگونی که آینده ی انرژی 

ژی های نو در میان مدت و بلند مدت در در کشورهای جهان را بررسی می کنند همه بر افزایش سهم انر

جهان تاکید دارد. در حال حاضر نیروگاه های خورشیدی در جهان عمدتا فتوولتائیکی می باشند. نرخ رشد 

برابر 6/22سال اخیر  9طی  OECD1ظرفیت نیروگاه های فتوولتائیک سریع تر از برق بادی بوده و در کشورهای 

علاوه بر این، مطالعه ی آژانس بین المللی انرژی در  .]2[گیگاوات رسیده است 21،0به  2009شده و در سال 

 ، سرمایه گذاری کل در انرژی2000تا  2002های  پیش بینی کرده است که بین سال 2000سال 

                                                 
 و توسعه یاقتصاد یسازمان همکار 1
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تجدیدپذیر در  رسید. همچنین تولید برق با استفاده از انرژی های لیون دلار خواهدیتر 5/5های نو به  

بیش از دو برابر تولید برق از منابع فسیلی و اتمی خواهد شد و تولید برق  2000تا سال  OECDکشورهای 

. در این بین، ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند تابشی خورشید از ]1[آبی نیز به هفت برابر خواهد رسید

 خاک 90٪به طوری که در پتانسیل بالایی در زمینه بهره برداری از این موهبت خدادادی برخوردار است. 

ثر وجود دارد. شایان ذکر است مصرف برق در سالیان اخیر به دلیل ٶم خیلی آفتاب روز 000 از بیش کشورمان

متعددی نظیر رشد سریع جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش سطح زندگی و رفاه، واقعی نبودن تعرفه ها، 

. لذا با توجه به روند صعودی استفاده ]2[داشته است تغییرات آب و هوا و توسعه ی صنعتی و تجاری افزایش

و هدفمندسازی یارانه ها های ملی در زمینه ی انرژی های ناز انرژی های تجدیدپذیر در جهان، پتانسیل 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از جمله برق خورشیدی نه تنها ممکن بلکه ضروری می باشد. علاوه بر این 

ساختن استفاده از انرژی های نو در ایران، زمینه ی مناسبی جهت اشتغال زایی  در چشم انداز عملی

 متخصیصین وجود دارد.

 : ]1[ در بخش انرژی های نو عبارتند از برخی از مزیت های سرمایه گذاری

 

 افزایش امنیت تامین انرژی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی 

 افزایش رقابت در بازارهای داخلی 

  آسیب رسانی به اکوسیستمعدم 

  تولید غیر متمرکز و ثبات سیستم تولید و توزیع در صورت بروز مشکلاتی در سیستم 

 کاهش تلفات انتقال به علت نزدیکی منابع تولید و مصرف به یکدیگر 
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 در مورد انرژی خورشیدی و استفاده از سیستمهای فتوولتائیک می توان به مزایای ذیل اشاره کرد:

  نیاز به شبکه سراسریعدم 

 عدم نیاز به حفاری و کابل اندازی 

 عدم نیاز به تابلو برق توزیع و چاه ارت 

 سازگاری با محیط زیست 

 قابلیت استفاده در مناطق دور دست 

 برای موفقیت در این زمینه سناریوهای زیر می تواند مفید واقع شود:

  افزایش میزان جذب سلول های خورشیدی در ابعاد ثابت 

 کاهش تلفات درون سلولی و افزایش راندمان 

 مهندسی مواد و استفاده از تکنیک های افزایش راندمان نظیر استفاده از نانوذرات 

  کاهش ابعاد سلولها با میزان توان ثابت 

  کاهش قیمت تجهیزات فتوولتائیک 

  ولتائیکافزایش تولید کنندگان داخلی و کاهش تعرفه های گمرکی برای واردات تجهیزات فتو 

 حمابت و تشویق دولت برای استفاده از طرحهای انرژی خورشیدی در بخشهای خصوصی و دولتی 

 پرداخت یارانه به طرحهای انرژی خورشیدی 

لذا با توجه به نیاز و مزیت های ذکر شده، مطالعه و بررسی سلول های خورشیدی با هدف افزایش بازده 

امر مطالعه ی دقیق بر روی نسل های مختلف سلول های خورشیدی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این 

به ویژه نسل سوم را می طلبد. این نسل همانطور که در بخش های آتی توضیحات بیشتری را به خود اختصاص 

 خواهد داد، دارای راندمان بالاتر در قیاس با سایر نسل های سلول های خورشیدی می باشد.
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ر این است تا با مطالعه ی تئوریکی انواع سلول های خورشیدی سطوح شکل در این پایان نامه سعی ب

مزیت های  معایب و داده شده و سلول های خورشیدی لایه نازک پلاسمونی )با نانوذرات فلزی( و بررسی

هرکدام و نهایتا طراحی یک سلول خورشیدی سطوح شکل داده شده با نانومیله های فلزی که از هر دو مزیت 

 از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه می باشد.ی و افزودن نانوذرات فلزی یکجا استفاده می کند و شکل ده

 

 تعریف سلول خورشیدی     -1-1

یک سلول خورشیدی )یک سلول فتوولتائیکی( دستگاه الکتریکی است که انرژی نورانی را مستقیما توسط 

 اثر فتوولتائیک به الکتریسیته تبدیل می کند.

 فناوری های ساخت سلول های خورشیدی  -1-2

ی لیه و روش های سللاخت متفاوتی پیروسلللول های خورشللیدی بسللته به نسللل مورد نار از مواد او

 هایها، مزایا و معایب گوناگونی را موجب خواهند شللد. در ذیل به معرفی نسلللکنند. این تفاوت ها، بازدهمی

 مختلف سلول های خورشیدی می پردازیم.

 نسل اول و دوم سلول های خورشیدی -1-2-1

 .]0[ های خورشیدی غالب است: فناوری نسل اول و نسل دومدر حال حاضر دو فناوری در ساخت سلول

بلوری یا چند  میکرومتر است که ساختاری 044-044فناوری نسل اول بر پایه ویفرهای سیلیکونی با ضخامت 

با کمک خاصیت مویینگی رشد داده می   2EFGیا از روشدارند که یا از بریدن شمش بدست می آیند  بلوری

 .]4[شوند

 

                                                 
2 Edge defined Film-fed Growth 
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شه ای،  شی سترهای  شانی نیمه هادی روی ب ساس لایه ن سل دوم یا تکنولوژی لایه نازک، برا فناوری ن

 .]5[میکرومتر است 0-5فلزی یا پلیمری، در ضخانت های 

برابر بزرگتر  044هزینه مواد اولیه در تکنولوژی نسل دوم، پایین تر است و از آن گذشته، اندازه سلول تا 

ود. در می شاز اندازه سلول ساخته شده با تکنولوژی نسل اول است که مزیتی برای تولید انبوه آن محسوب 

 دهند، به دلیل کیفیت بالاتر سللل اول، که اغلب سلللول های بازار را تشللکیل مینعوض بازدهی سلللول های 

سل با  سلول های ن ست. انتاار می رود اختلاف بازدهی میان  شتر ا سل دوم بی سلول های ن مواد، از بازدهی 

شود  سل اول  سل دوم جایگزین ن شده و تکنولوژی ن شت زمان کمتر  شکل ) .]6[گذ سلول های 0-0در  )

 .تقسیم بندی کرده اند 0خورشیدی را به دو گروه اساسی سلول های کریستالی و لایه نازک
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